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硫化すずは 104 cm-1以上の光吸収係数と 1.3 eVのバンドギャップをもつ p型半導体えあるため，

太陽電池用の光吸収材料として注目されている。しかし，現在の変換効率は最高でも 4.8%程度と

低迷している[1]．堆積条件が電気特性に大きな影響を与えるため，本研究では薄膜の堆積条件に

ついて検討した． 

硫化すずの原料には SnS 粉末（99.9%）を用い，クヌードセンセルを蒸発源とした．基板には

自然酸化膜付き半絶縁性 GaAs基板を用いた．成膜室の真空度は~10-6 Paである．クヌードセンセ

ルの温度を 420度から 480度の間で制御して，目的の成長速度を得た．また基板温度を 270度か

ら 400度の範囲で制御した．成膜時間は 30分に固定した． 

作製した試料の膜厚は成長速度が速いもので 6 μm，遅いもので 200 nmである． XRDと Raman

散乱分光の結果，いずれの試料からもSnSのみならずSn2S3やSnS2と思われる異相が検出された． 

基板温度を 270度にしたとき，成長速度が 13 μm/hで堆積した試料は p型導電性を示し，キャ

リア濃度は 1.8 cm-3，移動度 86 cm2/Vsであったが，0.8 μm/hと 0.4 μm/hで堆積した試料は n型導

電性を示した． 

成長速度を約 1 μm/hに固定し，基板温度を変えたとき，350度以上で作製した試料は p型導電

性を示したが，300度以下の基板温度では n型導電性を示した．p型を示した試料は 350度の試料

でキャリア濃度が 2.9 cm-3，移動度 0.13 cm2/Vsであった．伝導率のアレニウスプロットから活性

化エネルギーは 210 meVが得られた． 

  

Fig. 1 Substrate temperature dependence of 

carrier concentration 

Fig. 2 Conductance as a function of inverse 

temerature 

[1] H. Yun, et al., Adv. Energy Mater. 9 (2019) 1901343. 
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